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1.はじめに 

我々は、新構造の PN-Body Tied（PNBT）SOI-FET によってスイッチング特性の良さを示す Subthreshold Slope(SS）

が MOSFET の理論限界である 60mV/dec を大きく下回ることを示した[1]。また、PNBT SOI-FET の構造差（Wbの

差）と Body 端子電圧により、ドレイン電流の増幅効果、及び、伝導モードの違い（Surface vs Bulk）を報告して

いる[2-3]。 今回、N-channel PNBT SOI FET（PNBT NMOS）の Id-Vd特性が、同じゲート長である通常構造の SOI-FET

と比較して、低いドレイン電圧（Vds）で既に非常に良い飽和現象を示すことを見出した。本稿では、その実測結

果を示す。 

2.実測結果 

 図 1 に PNBT NMOS の概略図を示す。デバイス構造は、Lg=0.2um, Wg=1.0um, Tox=4.4nm, TSi=50nm, TBox=200nm

である。図 2に通常構造の SOI-FETとWb=1.8umとWb=0.8umにおける PNBT NMOSの Id-Vd特性を示す。Wb=1.8um

と Wb=0.8um は、PNBT NMOS オン後の伝導が、前者は通常 MOS-FET と同様 Surface モードで、後者はチャネル

部のシリコン層全体で流れる Bulk モードである[3]。PNBT NMOS の Wb=1.8um では、通常 MOS-FET と同様、Vg

を上げていくと徐々に飽和電流が増加しているが、Wb=0.8um の場合、スティープ発生の電圧を超えた Vgの後で突

然、Idの飽和特性が出る。図 3に Vg=1.0 での電流で正規化した Id-Vd特性を示す。通常構造の SOI-FET と比べ、PNBT 

NMOSでは低い Vdsでドレイン電流が既に良く飽和することが分かる。また、PNBT NMOSではWbが小さい方が、

さらに、少し小さい Vdsで飽和となる。通常構造の SOI-FET の飽和現象には、短チャネル効果、速度飽和、さら

に、フローティングボディ効果による影響がある。PNBT NMOS では、これらが現れにくいと想定している。 
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図 1 PNBT NMOSの概略図                図 2 Id-Vd特性               図 3 正規化した Id-Vd特性 

(a)断面図 (b)上面図     (c)通常構造の SOI-FET (d)Wb=1.8um (e)Wb=0.8um 
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